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Тема дисертації:
1. Формування оксидних плівок на поверхні монокристалів напівпровідникових сполук АIIBVI та їх твердих
розчинів

2. Formation of oxide films on the surface of AIIBVI single-crystal semiconductor compounds and their solid
solutions

Реферат:
1. Об'єкт дослідження: оксидні плівки, що утворені на поверхні монокристалів сполук AIIBVI при різних
умовах отримання та монокристали Zn1-хMgхSe з різною концентрацією домішки Mg. Мета дослідження:
вивчення процесів утворення оксидних шарів на поверхні монокристалічних сполук AIIBVI, визначення
фізичних (оптичних, електричних, механічних) властивостей утворених оксидних шарів в залежності від
умов їх отримання, та з'ясування функціонально важливих особливостей фізичних властивостей твердих
розчинів Zn1-xMgxSe в інтервалі концентрацій Mg 0,03( x (0,6. Методи дослідження та апаратура: ІЧ-
мікроскопія, рентгеноструктурний та рентгенофазовий аналіз, електронна мікроскопія, мікроіндентування,
визначення фоточутливості, електропровідності та оригінальний метод дослідження кінетики утворення
оксидних шарів. Теоретичні та практичні результати, новітність: проведено термодинамічний аналіз реакцій



окислення сполук AIIBVI в атмосфері озону; встановлено один з механізмів прискорення процесу утворення
оксидної плівкипри фототермічному окисленні; показано можливість виготовлення МДН-структур на основі
гетеропереходу ZnSe-ZnO; виявлено особливості механічних та оптичних властивостей кристалів твердого
розчину Zn1-xMgxSe при концентраціях магнию ~ 6ат.%. Галузь використання: оптоелектроніка, силова
оптика середнього ІЧ діапазону

2. The object of investigation: oxide films obtained on the surface of AIIBVI single crystals under different
conditions and ZnMgSe single crystals with different Mg concentrations. The aim of investigation: investigation of
the process of oxide layer formation on the surface of AIIBVI single crystals; determination of physical (optical,
electrical, mechanical) properties of the oxide layers obtained under different conditions; establishment of
functionally significant physical properties of ZnMgSe solid solutions with Mg concentration varying within 0.03 ( x
( 0.6 interval. Methods and equipment: IR spectroscopy, X-ray structure analysis, electron microscopy, study of
photosensitivity, electrical conductivity and original method of investigation of oxide layer formation kinetics.
Theoretical and practical results: realization of thermodynamical analysis of oxidation reactions in AIIBVI-type
compounds in ozone atmosphere; establishment of a mechanism of oxide film formation at photothermal
oxidation; hasshown the possibility of the MOS-structures. Based on ZnSe-ZnO-heterostructures; finding of
peculiarities of mechanical and optical properties of ZnMgSe crystals with Mg contents of about 6 at.%. Range of
application: optoelectronics, high-power optics of IR region.
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